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CLASIFICACIÓN REDES INALÁMBRICAS
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• OPERA EN LA ISM (2,45 GHZ)

• VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN DE 2.1 MBPS

EN SU VERSIÓN 2.0



ULTRA WIDE BAND (UWB)

• ANCHO DE BANDA DE 3,1 A 10,6 GHZ
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ULTRA WIDE BAND (UWB)
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• PROPUESTA POR LA MBOA

• ESPECTRO DE 3,1 A 10,6 GHZ
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• MODULACIÓN QPSK-OFDM 128
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• MODULACIÓN QPSK-OFDM 128

• TASA DE DATOS DE 53,3 A 480 MBPS

• FRECUENCIA CENTRAL DE LA BANDA = 2904+528*NB, NB=1...14 (MHZ)



ULTRA WIDE BAND (UWB)

• DIAGRAMA RX/TX DE UWB
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• DISEÑO DE UN LNA Y UN MEZCLADOR EN CUADRATURA.

• DIFERENCIALES.

• REDUCIR ÁREA.
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• SIENDO EL VALOR DE LA GANANCIA EN DECIBELIOS
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• EN VARIAS ETAPAS EN CASCADA LA FIGURA DE RUIDO VIENE DADA POR
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• PARÁMETROS S: S11 Y S22
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Sensibilidad -72.6 dBm

Máxima señal entrada -41 dBm

Figura de ruido 6 dB

Ganancia de compresión a 1dB/IIP3 -18.56 dBm/-9 dBm

Ganancia 50 dB / 64 dB

Control de ganancia 14 dB
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• MINIMIZAR EL EFECTO DE SEÑALES BLOQUEANTES, MEJOR LINEALIDAD

• GANANCIA EQUILIBRADA ENTRE I YQ,
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• ADAPTACIÓN DE ENTRADA

• GANANCIA EN TENSIÓN

• FIGURA DE RUIDO

• GAIN BOOSTING
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χ: relación entre transconductancia del sustrato (gmb) y gm.
α: es la relación gm/gd0.
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutDISEÑO DEL LNA1 - TRANSISTORES
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutDISEÑO DEL LNA1 CON UMC 0.18µM

M 3 M 4
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RF OUT+ RF OUT-
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Diseño del LayoutDISEÑO DEL LNA2

R D R D

LD L D

VCC
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutDISEÑO DEL LNA2 - BOBINAS
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutDISEÑO DEL LNA2 UMC 0.18µm

M M

RF OUT- RF OUT+

R D R D

LD L D
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Diseño del LayoutCOMPARACIÓN DE LOS LNAS
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutCOMPARACIÓN DE LOS LNAS
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutDISEÑO DE LOS MEZCLADORES

RC1

VCC

VPOL

RC1 RC1 RC1RC2 RC2

MEZCLADOR BASADO EN LA CÉLULA DE GILBERT
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutDISEÑO DE LOS MEZCLADORES

• COMPROMISO ENTRE PARÁMETROS:

61
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutDISEÑO DE LOS MEZCLADORES

SIMULACIÓN DE LA CÉLULA DE GILBERT
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62

VLOI+

VLOI-

VLOQ+

VLOQ-+
-

90º

balun

balun +
-

balun
RFIN+

RFIN-



BLOQUE2

Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutDISEÑO DEL MEZCLADOR1 UMC 0.18µm
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1.6 1.8 1 549 18 4 1 

RC1 (Ω) RC2 (Ω) RRF (KΩ) RLO (KΩ) RDEG (Ω) CDEG (pF)
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutSIMULACIÓN DEL MEZCLADOR1 UMC 0.18µm
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Freq = 200 MHz ---> NF = 12,1 dB
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3.8 9.2 12 7.6



BLOQUE2

Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutDISEÑO DEL MEZCLADOR2 UMC 0.18µm
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutSIMULACIÓN DEL MEZCLADOR1 UMC 0.18µm
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Freq = 200 MHz ---> NF = 13,77 dB
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutCOMPARACIÓN MEZCLADORES

Mezclador1 (UMC 0.18 µm) Mezclador2 (UMC 0.18 µm)

I (mA) 3.8 3.6

VCC (V) 1.8 1.8
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VPOL (V) 1.6 1.6

P (mW) 6.84 6.48

Gain (dB) 9.2 7.8

NF (dB) 12 13.7

IIP3 (dBm) 7.6 7.8
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Diseño del LayoutLNA2 Y MEZCLADOR1
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutSIMULACIÓN LNA2 Y MEZCLADOR1
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Freq = 200 MHz ------> NF = 9,35 dB
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Diseño del LayoutLNA1 Y MEZCLADOR2
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Diseño del LayoutSIMULACIÓN LNA1 Y MEZCLADOR2
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Freq = 200 MHz ------> NF = 11,55 dB
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11.08 10.5 11.5 -2.4
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutCOMPARACIÓN CIRCUITOS

LNA2 y mezclador1 (UMC 0.18 µm)  LNA1 y mezclador2 (UMC 0.18 µm)

I (mA) 14 11.08

72

I (mA) 14 11.08

VCC (V) 1.8 1.8

VBIAS (mV) 850 850

P (mW) 25.2 19.94

Gain (dB) 15 10.5

NF (dB) 9.4 11.5

IIP3 (dBm) -2.2 -2.4



BLOQUE 1
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OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE RF

ESTÁNDAR WIMEDIA

TEORÍA DE LOS AMPLIFICADORES Y MEZCLADORES

73

BLOQUE 2
DISEÑO A NIVEL DE ESQUEMÁTICO

DISEÑO A NIVEL DE LAYOUT

BLOQUE 3
CONCLUSIÓN
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Diseño del LayoutLAYOUT DEL LNA1 Diseño del Layout
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutSIMULACIÓN POST-LAYOUT  DEL LNA1
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 1dB

Input Referred 1dB Compression = -77,375 m

VCC (V) 1.8

VBIAS (mV) 850

NF (dB) 3.4  – 6.5

S11 (dB) -14  – -8

S21 (dB) 16  – 7

P1 dB (dBm) 0

IIP3 (dBm) 10.2
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutLAYOUT DEL LNA2
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutSIMULACIÓN POST-LAYOUT DEL LNA2
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Input Referred 1dB Compression = -128,6 m

VCC (V) 1.8

VBIAS (mV) 850

NF (dB) 3.4  – 7

S11 (dB) -13.7  - -5.4

S21 (dB) 16.8  – 4.1

P1 dB (dBm) 0

IIP3 (dBm) 9.3
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutCOMPARACIÓN  DE LOS LNAS

Layout LNA1

(resistivo)

Layout LNA2

(shunt-peaking)

I (mA) 7.4 10.34

VCC (V) 1.8 1.8
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VCC (V) 1.8 1.8

VBIAS (mV) 850 850

NF (dB) 3.41 – 6.53 3.4  – 7.1

S11 (dB) -14  – -8 -13.7 - -5.4

S21 (dB) 16  – 7 16.8  – 4.1

P1 dB (dBm) 0 0

IIP3 (dBm) 10 9.3
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Diseño del LayoutLAYOUT DEL MEZCLADOR1
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutSIMULACIÓN POST-LAYOUT  DEL MEZCLADOR1
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Diseño del LayoutLAYOUT  DEL MEZCLADOR2
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Diseño del LayoutSIMULACIÓN POST-LAYOUT  DEL MEZCLADOR2

4

6

8

10

12

14

G
ai

n 
(d

B
)

 Gain Esq
 GainLayout

7,77 dB

6,65 dB

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

N
F

 (
dB

)

 NR Esq
 NFLayout

Freq = 200 MHz ---> NF = 13,77 dB

82

4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
0

2

Frecuencia (GHz)
10k 100k 1M 10M 100M 1G 10G

0

5

10

Freq = 200 MHz ---> NF = 13,12 dB

Frecuencia (Hz)

-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0
-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

Input Referred IP3 = -1,087 P
ou

t (
dB

m
)

Pin (dBm)

 3rdOrder
 1rdOrder



BLOQUE2

Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutCOMPARACIÓN DE LOS MEZCLADORES

Layout

Mezclador 1

Layout 

Mezclador 2

I (mA) 4.03 3.7

VCC (V) 1.8 1.8

83

VPOL (V) 1.6 1.6

VLO (V) 1.2 1.6

VRF (V) 0.8 1

P (mW) 7.25 6.66

Gain (dB) 8.2 6.7

NF (dB) 12.8 13.1

IIP3 (dBm) -0.6 -1.1



BLOQUE2

Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutLAYOUT  DEL LNA2 Y MEZCLADOR1
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1410.63 µm x 693.39 µm
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutSIMULACIÓN POST-LAYOUT  DEL LNA2 Y MEZCLADOR1
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutLAYOUT  DEL LNA1 Y MEZCLADOR2
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698.89 µm x 744.76 µm
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Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutSIMULACIÓN POST-LAYOUT  DEL LNA1 Y MEZCLADOR2
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BLOQUE2

Diseño del Esquemático

Diseño del LayoutCOMPARACIÓN DE LOS CIRCUITOS COMPLETOS

Layout LNA2  y 

mezclador1

Layout LNA1 y 

mezclador2

I (mA) 8.95 7.82

VCC (V) 1.8 1.8

VBIAS (mV) 850 850

V (V) 1.6 1.6

88

VPOL (V) 1.6 1.6

VLO (V) 1.2 1.6

PLO (dBm) 3 3

VRF (V) 0.8 1

PRF (dBm) -74 -74

P (mW) 16.1 14.1

Gain (dB) 12.1 7.2

NF (dB) 9.4 13.7

IIP3 (dBm) -3.3 -2.1

Área (mm2) 0.97 0.52
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE RF

ESTÁNDAR WIMEDIA

TEORÍA DE LOS AMPLIFICADORES Y MEZCLADORES
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BLOQUE 2
DISEÑO A NIVEL DE ESQUEMÁTICO

DISEÑO A NIVEL DE LAYOUT

BLOQUE 3
CONCLUSIÓN

PRESUPUESTO
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Conclusión

PresupuestoCONCLUSIONES
Conclusión

• DOS CABEZALES DE RECEPCIÓN DE UWB COMPLETOS A NIVEL DE

ESQUEMÁTICO Y LAYOUT.
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Conclusión

PresupuestoCONCLUSIONES

Esquemático

del LNA2 y 

mezclador1 

Layout LNA2  y 

mezclador1

Esquemático del 

LNA1 y 

mezclador2

Layout LNA1 y 

mezclador2

I (mA) 14 8.9 11.1 7.8

VCC (V) 1.8 1.8 1.8 1.8

VBIAS (mV) 850 850 850 850

91

VPOL (V) 1.6 1.6 1.6 1.6

VLO (V) 1.2 1.2 1.6 1.6

PLO (dBm) 3 3 3 3

VRF (V) 0.8 0.8 1 1

PRF (dBm) -74 -74 -74 -74

P (mW) 25.2 16.1 19.9 14.1

IIP3 (dBm) -5.2 -1 -5.4 0

Gain (dB) 15 12.1 10.5 7.2

NF (dB) 11.2 9.4 11.6 13.7

Área (mm2) - 0.97 - 0.52
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ESTÁNDAR WIMEDIA

TEORÍA DE LOS AMPLIFICADORES Y MEZCLADORES
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BLOQUE 3
CONCLUSIÓN

PRESUPUESTO
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Conclusión

PresupuestoPRESUPUESTO Presupuesto

DESCRIPCIÓN GASTOS

Costes de recursos humanos 209,15€

Costes de ingeniería 32.256€

93

Costes de ingeniería 32.256€

Costes de amortización 200,68€

Costes de fabricación 2682€

Otros costes 151,00€

PRESUPUESTO FINAL 35.498,83€

TOTAL (IGIC 5%) 37.273,77€
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